Studovali jsme epitaxni vrstvy arsenidu gallia a manganu rGznymi metodami RTG rozptylu. Protoze
polohy Mn dopantu v hostitelské miizce arsenidu gallia jsou zcela zasadni pro magnetické vlastnosti
tohoto materialu, zaméfili jsme se hlavné na vyvoj laboratorni difrakéni metody schopné identifikovat
mangan v konkrétnich krystalografickych polohach. Z namétfené difraktované intenzity rozlozené podél
useklic je moZzné dovodit hustotu Mn intersticidli ve dvou neekvivalentnich krystalografickych
polohdch. Zihanim je mozno snizit hustotu Mn intersticiali. Demonstrovali jsme naSi metodu na
epitaxni vrstve, kterd prosla nékolikerym zihanim. Po kazdém z nich byl uréen hloubkovy profil hustoty
intersticiali. Proces zihani byl simulovan feSenim drift-difuznich rovnic. Z porovnani s experimentalné
uréenymi koncentracemi intersticialti jsme odhadli difusivitu Mn intersticiali v miizce arsendiu gallia.
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